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LED에 관한 것이다.

본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법은 서브기판상에 형성되는 반도체구조물 즉, 발광소

자를 서브기판으로부터 분리함으로써 분리된 서브기판을 재사용할 수 있을 뿐만 아니라, 전원공급을 위한 n-전극

층 및 p-전극층이 상하로 배치된 구조에 의해 사이즈를 축소시킬 수 있다

또한, 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법은 습식 방식으로 서브기판으로부터 반도체구

조물을 분리할 수 있어 대면적의 반도체 구조물 어레이 생산이 가능하며, 투명 및 웨어러블 디스플레이 및 광전

소자에 적용이 적합한 장점이 있다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

서브기판 및 메인기판을 준비하는 단계와;

상기 서브기판상에 버퍼층과 un-GaN층을 형성하고, 상기 un-GaN층 상에 n-GaN층, 활성층, p-GaN층을 포함하는

반도체구조물을 형성하는 단계와;

상기 p-GaN층의 상면에 전원 공급을 위한 투명한 p-전극층을 형성하는 단계와;

상기 서브기판상에 상기 반도체구조물을 감싸도록 이송매개층을 형성하는 단계와;

상기 p-전극층이 외부로 노출되도록 패터닝하는 단계와;

에칭용액을 이용하여 상기 서브기판으로부터 상기 반도체구조물 및 이송매개층을 분리하는 단계와;

상기 서브기판으로부터 분리된 상기 반도체구조물의 p-GaN층이 메인기판의 상면을 향하도록 상기 반도체구조물

을 상기 메인기판에 이식하는 단계와;

상기 n-GaN층이 외부로 노출되도록 상기 n-GaN층 상부의 버퍼층 및 이송매개층의 상부 일부를 식각하는 단계와;

상기 반도체구조물들 사이의 이송매개층을 제거하는 단계와;

상기 반도체구조물들을 서로 절연시킬 수 있도록 상기 반도체구조물들 사이에 부도체를 형성하는 단계와;

서로 인접하는 상기 반도체구조물의 각 n-GaN층이 서로 연결되게 상기 n-GaN층 상에 투명한 n-전극층을 형성하

는 단계;를 포함하고,

상기 메인기판의 상면에 상기 p-전극층과의 접촉을 위한 양전극층 및 전기전도성을 가지는 투명도전층을 형성하

는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 에칭용액은 수산화칼륨, 수산화나트륨, 아세트산, 질산, 염산, 황산, 불산 중 어느 하나를 포함하는 것을

특징으로 하는 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 반도체구조물 및 상기 이송매개층은 상기 에칭용액에 침전 또는 부유시키거나 에칭용액을 분사하여 상기

서브기판으로부터 분리시키는 것을 특징으로 하는 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법.

청구항 4 

제1항에 있어서,

상기 이송매개층은 감광성 폴리머, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리디메틸실록산, 폴리이미드, 접착테이프, 에폭

시, 자외선 경화 및 열 경화성 폴리머 중 어느 하나를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 투명 디스플레이

용 마이크로 LED의 제조방법.
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청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 메인기판은 투명한 소재 또는 구부러질 수 있게 유연성을 갖는 소재로 형성된 것을 특징으로 하는 투명 디

스플레이용 마이크로 LED의 제조방법.

청구항 6 

삭제

청구항 7 

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법 및 이를 이용한 투명 디스플레이용 마이크로 LED에 관한[0001]

것으로서, 더욱 상세하게는 발광부에서 생성된 빛을 전면으로 방출시킬 수 있게 함으로써 발광소자의 광효율 및

개구율을 높일 수 있는 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법 및 이를 이용한 투명 디스플레이용 마이크

로 LED에 관한 것이다.

배 경 기 술

일반적으로 OLED 소자는 해상도와 내충격성이 높고, 다양한 색상을 구현할 수 있는 등의 장점이 있어 각종 디스[0002]

플레이에 널리 사용되고 있다. OLED 소자를 이용한 디스플레이는 액정 디스플레이(LCD), 플라즈마 디스플레이

(PDP), 전계방출 디스플레이(FED)에 비해서 상대적으로 훨씬 선명하고, 시야각의 제한도 없고, 고속 동작이 가

능하고, 제조비용이 저렴하다는 등의 장점이 있다.  

OLED 소자는 크게 수동형(passive)과 능동형(active)으로 구분할 수 있다.[0003]

수동형 OLED 소자는 제조공정이 단순하나 구동전압이 높고 전력을 많이 소비하는 단점이 있고, 화면을 크게 하[0004]

는 데 한계가 있어 휴대전화 단말기의 디스플레이 정도로 용도가 한정되고 있다. 한편, 능동형 OLED 소자는 수

동형에 비해 구동전압이 낮고 전력소비가 적으며 중대형 크기의 화면을 제작할 수 있는 장점이 있다. 

종래의 배면발광 능동형 OLED 소자는 투명한 기판과, 기판상에 형성되는  TFT층이 빛이 방출되는 기판 쪽에 배[0005]

치되기  때문에  유기  발광부에서  방출되는  빛의  일부가  TFT에  차단되어  광효율과  개구율이  떨어지는  단점이

있다. 

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) KR 10-2013-0047044 A   [0006]

(특허문헌 0002) KR 10-2009-0122023 A   

(특허문헌 0003) KR 10-2007-0078599 A   

(특허문헌 0004) KR 10-2006-0057944 A   

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기와 같은 종래의 문제를 해결하기 위한 것으로서, 투명기판, 발광부, 금속전극 구조를 가져 후면[0007]

등록특허 10-1806339

- 4 -



으로 빛을 방출시키는 기존의 OLED 소자에 있어서 발광부에서 생성된 빛을 전면으로 방출시킬 수 있게 함으로써

발광소자의 광효율 및 개구율을 높일 수 있는 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법을 제공하는 데 그 목

적이 있다.

또한, 본 발명은 습식 방법으로 기판과 발광소자를 분리함으로써 대형화, 대량화, 비용절감, 기판의 재사용이[0008]

가능한 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법은 서브기판 및[0009]

메인기판을 준비하는 단계와; 상기 서브기판상에 n-GaN층, 활성층, p-GaN층을 포함하는 반도체구조물을 형성하

는 단계와; 상기 p-GaN층의 상면에 투명한 p-전극층을 형성하는 단계와; 상기 서브기판상에 상기 반도체구조물

의 전체 또는 일부를 감싸도록 이송매개층을 형성하는 단계와; 에칭용액을 이용하여 상기 서브기판으로부터 상

기 반도체구조물 및  이송매개층을 분리하는 단계와;  상기  서브기판으로부터 분리된 상기 반도체구조물의 p-

GaN층이 하부를 메인기판의 상면을 향하도록 상기 반도체구조물을 상기 메인기판에 이식하는 단계와; 상기 n-

GaN층이 외부로 노출되도록 식각하는 단계와; 상기 n-GaN층에 n-전극층을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징

으로 한다.

상기 에칭용액은 수산화칼륨, 수산화나트륨, 아세트산, 질산, 염산, 황산, 불산 중 어느 하나를 포함하는 것을[0010]

특징으로 한다.

상기 반도체구조물 및 상기 이송매개층은 상기 에칭용액에 침전 또는 부유시키거나 에칭용액을 분사하여 상기[0011]

서브기판으로부터 분리시키는 것을 특징으로 한다.

상기 이송매개층은 감광성 폴리머, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리디메틸실록산, 폴리이미드, 접착테이프, 에폭[0012]

시, 자외선 경화 및 열 경화성 폴리머 중 어느 하나를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.

상기 메인기판은 투명한 소재 또는 구부러질 수 있게 유연성을 갖는 소재로 형성된 것을 특징으로 한다.[0013]

본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED는 상기 메인기판상에 형성되는 투명한 전기전도층과; 상기 전[0014]

기전도층의 상부에 p-전극층, p-GaN층, 활성층, n-GaN층, n-전극층이 순차적으로 형성된 반도체구조물;을 구비

하는 것을 특징으로 한다.

상기 메인기판은 투명한 소재 또는 구부러질 수 있게 유연성을 갖는 소재로 형성된 것을 특징으로 한다.[0015]

발명의 효과

본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법은 서브기판상에 형성되는 반도체구조물 즉, 발광소[0016]

자를 서브기판으로부터 분리함으로써 분리된 서브기판을 재사용할 수 있을 뿐만 아니라, 전원공급을 위한 n-전

극층 및 p-전극층이 상하로 배치된 구조에 의해 사이즈를 축소시킬 수 있다

또한, 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법은 습식 방식으로 서브기판으로부터 반도체구[0017]

조물을 분리할 수 있어 대면적의 반도체 구조물 어레이 생산이 가능하며, 투명 및 웨어러블 디스플레이 및 광전

소자에 적용이 적합한 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 기판준비단계 및 반도체구조물 형성단계[0018]

를 나타낸 단면도. 

도 2는 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 p-전극층 형성단계를 나타낸 단면도. 

도 3은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 이송매개층 형성단계를 나타낸 단면도. 

도 4는 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 이송매개층 형성단계의 또 다른 예를 나

타낸 단면도. 

도 5는 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법에서 분리단계 이전의 서브기판과 반도체구

조물의 접착상태를 나타낸 사진.
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도 6은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 분리단계를 나타낸 단면도. 

도 7은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 분리단계에서 서브기판과 반도체구조물이

서로 분리되는 과정을 나타낸 사진.

도 8은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 이식단계를 나타낸 단면도. 

도 9는 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 식각단계를 나타낸 단면도. 

도 10은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 식각단계를 나타낸 단면도. 

도 11은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법에서 이송매개층을 제거한 상태를 나타낸

단면도.

도 12는 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법의 절연단계를 나타낸 단면도.

도 13은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법에 의해 제조된 투명 디스플레이용 마이크

로 LED의 단면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방[0019]

법 및 이를 이용한 투명 디스플레이용 마이크로 LED에 대하여 상세하게 설명한다. 

도 1 내지 도 13에는 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법 및 이를 이용한 투명 디스플[0020]

레이용 마이크로 LED(1)가 도시되어 있다.

도 1 내지 도 13을 참조하면, 투명 디스플레이용 마이크로 LED 제조방법은 서브기판(10) 및 메인기판(80)을 준[0021]

비하는 단계(기판준비단계)와; 상기 서브기판(10)상에 n-GaN층(30), 활성층(40), p-GaN층(50)을 포함하는 반도

체구조물(2)을 형성하는 단계(반도체구조물 형성단계)와; 상기 p-GaN층(50)의 상면에 투명한 p-전극층(60)을 형

성하는 단계(p-전극층 형성단계)와; 상기 서브기판(10)상에 상기 반도체구조물(2) 전체 또는 일부를 감싸도록

이송매개층(70)을 형성하는 단계(이송매개층 형성단계)와; 에칭용액(S)을 이용하여 상기 서브기판(10)으로부터

상기 반도체구조물(2) 및 이송매개층(70)을 분리하는 단계(분리단계)와; 상기 서브기판(10)으로부터 분리된 상

기 반도체구조물(2)의 p-GaN층(50)이 하부를 메인기판(80)의 상면을 향하도록 상기 반도체구조물(2)을 상기 메

인기판(80)에 이식하는 단계(이식단계)와; 상기 n-GaN층(30)이 외부로 노출되도록 식각하는 단계(식각단계)와;

상기 n-GaN층(30)에 n-전극층(120)을 형성하는 단계(n-전극층 형성단계);를 포함한다.

상기 기판준비단계에서는 도 1 내지 4에 나타난 바와 같이 GaN 에피층 성장을 위한 Si로 이루어지는 서브기판[0022]

(10)과, 도 5 내지 도 9에 나타난 바와 같이 서브기판(10)으로부터 분리된 반도체구조물(2)을 이식하기 위한 투

명성 또는 유연성 또는 투명성과 유연성을 모두 가지는 메인기판(80)을 준비한다. 일 예로, 상기 메인기판(80)

은 유리, 금속, 섬유, 폴리머, 세라믹, 회로패턴이 인쇄된 PCB 또는 FPCB, Si 기판, PET, 석영 등을 적용할 수

있다.

상기 반도체구조물(2) 형성단계에서는 도 1에 도시된 바와 같이 통상적인 GaN계 질화물 반도체 구조물의 제조공[0023]

정과 대응되게 Si로 구성된 서브기판(10)상에 버퍼층(20)을 형성하고,  버퍼층(20)상에 un-GaN(도핑되지 않은

GaN)층을 형성하며,  un-GaN층  상에 n-GaN층(30)을 형성하고,  n-GaN층(30)상에 활성층(40)을 형성 및 활성층

(40)상에 p-GaN층(50)을 형성한다.

상기 p-전극층(60) 형성단계는 도 2에 도시된 바와 같이 반도체구조물 형성단계에서 형성된 반도체구조물(2)의[0024]

최상부에 위치하는 p-GaN층(50)상에 전원 공급을 위한 p-전극층(60)을 형성한다. 상기 p-전극층(60)은 인듐주석

산화물, 산화아연, 산화주석, 산화니켈, 산화인듐, 산화갈륨, 산화알루미늄 또는 투과율 70% 이상의 Al, Ga,

Ag, Sn, In, Zn, Co, Ni, Au를 포함하는 산화물 또는 30nm 이하의 두께를 갖는 Ni, Au, Mr, Cr, Co, Cu, Rb,

Ru, Rh, Pd, Ag, Sn, W, Ir, Pt, La, Ce, Na, Eu 중 어느 하나로 이루어지는 단일층이나 멀티층 또는 어느 하

나 이상을 포함하는 합금형태의 오믹전극으로 형성될 수 있다.

상기 이송매개층 형성단계에서는 도 3에 도시된 바와 같이 서브기판(10)의 상면뿐만 아니라, 반도체구조물(2)[0025]

전체를 감싸도록 이송매개층을 형성하고, 도 4에 도시된 바와 같이 p-전극층(60)이 외부로 노출되도록 패터닝한

다. 한편, 상기 이송매개층 형성단계에서는 p-전극층(60)이 외부로 노출시키는 패터닝 공정을 생략하기 위해 도

3에 도시된 바와 같이 반도체구조물(2) 전체를 감싸지 않고, 도 4와 같이 p-전극층(60)이 외부로 노출될 수 있
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을 정도로만 이송매개층(70)을 형성할 수도 있다.

상기 이송매개층(70)으로 적용할 수 있는 물질로서 감광성 폴리머, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리디메틸실록산,[0026]

폴리이미드, 접착테이프, 에폭시, 자외선 경화 및 열 경화성(일 예로, 70℃~500℃ 이내) 폴리머 중 어느 하나를

포함할 수 있다. 

상기의 이송매개층(70)을 이루는 물질은 후술하는 분리단계에서 비중차에 의해 서브기판(10)으로부터 반도체구[0027]

조물(2), p-전극층(60), 이송매개층(70)의 분리가 용이하게 이루어질 수 있도록 후술하는 에칭용액(S)의 비중과

대응되거나 작은 물질을 적용할 수 있다.

상기 분리단계는 도 6에 도시된 바와 같이 서브기판(10)으로부터 반도체구조물(2), p-전극층(60), 이송매개층[0028]

(70)을 분리하는 단계로서, 이 단계에서는 수산화칼륨, 수산화나트륨, 아세트산, 질산, 염산, 황산, 불산 등 Si

를 에칭(etching)할 수 있는 용액들 중 어느 하나를 포함하는 에칭용액(S)에 기판준비단계 내지 이송매개층 형

성단계를 통해 제조된 반도체구조물(2)을 설정된 시간동안 침지(dipping), 부유 및 부상시켜 서브기판(10)으로

부터 반도체구조물(2), p-전극층(60), 이송매개층(70)을 분리한다.

상기의 에칭용액(S)으로서, 수산화칼륨(KOH) 및 불산 등을 일정한 농도로 조절할 경우, Si로 이루어진 서브기판[0029]

(10)을 제거할 수도 있고, 서브기판(10)과 반도체구조물(1) 사이 계면의 본딩만 끊어낼 수도 있다.

상기 분리단계는 상술한 바와 다르게 반도체구조물(2)을 에칭용액(S)에 침지시키지 않고, 에칭용액(S)을 반도체[0030]

구조물(2)과 서브기판(10)의 경계에 분무 또는 살포(spray)하여 분리시키는 방식을 적용할 수도 있으며, 에칭용

액(S)에 완전 침전시킨 후 분리하는 방식을 적용할 수도 있다.

상기 분리단계 이전에는 도 5에 도시된 바와 같이 서브기판과 반도체구조물의 경계면이 서로 완전히 밀착되게[0031]

접착되어 있으나, 도 6의 분리단계가 진행되는 과정에서는 도 7에 도시된 바와 같이 서브기판과 반도체구조물의

경계면이 분리된다.

상기 이식단계에서는 도 8에 도시된 바와 같이 서브기판(10)으로부터 분리된 반도체구조물(2)의 p-GaN층(50) 및[0032]

p-전극층(60)이 메인기판(80)의 상면을 향하도록 반도체구조물(2)을 메인기판(80)의 상면에 이식한다. 이때, 상

기 메인기판(80)의 상면에는 p-전극층(60)과의 접촉을 위한 양전극층(90)(Anode) 및 투명도전층(100)이 미리 형

성된다. 상기 양전극층(90)은 회로패턴이나, 전도성 접착층, bump ball 등을 적용할 수 있다. 그리고, 상기 투

명도전층(100)은 ACF 등과 같이 전기전도성을 가지는 것을 적용하며, 양전극층(90)상에 형성된다.

상기 식각단계는 도 9 및 10에 도시된 바와 같이 n-GaN층(30) 상부의 버퍼층(20) 및 이송매개층(70)의 상부 일[0033]

부분을 제거함으로써 n-GaN층(30)을 외부로 노출시키고, 도 9에 도시된 바와 같이 반도체구조물(2) 사이에 있는

이송매개층(70)을 아세톤이나, 열처리 또는 플라즈마 처리를 통해 제거한다.

상기 식각단계 이후에는 도 12에 도시된 바와 같이 반도체구조물들 사이에 폴리이미드, PDMS, PMMA, 폴리우레탄[0034]

등 부도체 폴리머나, SOG 또는 SixNy 또는 SiO2 산화물층을 형성함으로써 반도체구조물들이 서로 절연되게 개별

화(절연단계)시킨다.

이후, 도 13에 도시된 바와 같이 외기로 노출되는 n-GaN층(30)의 상부에 투명한 n-전극층(120)을 형성하되, 인[0035]

접하는 반도체구조물(2)의 각 n-GaN층(30)이 서로 연결되게 형성한다. 여기서, 상기 n-전극층(120)은 투명성을

가지도록 p-전극층(60)과 대응되는 소재를 적용한다.

이상에서 설명한 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법은 서브기판으로부터 반도체구조물[0036]

을 분리하고, 분리된 반도체구조물을 메인기판으로 이식한 뒤 식각하는 방식을 적용하였으나, 이와 다르게 서브

기판으로부터 분리된 반도체구조물을 별도의 희생기판에 1차 이식한 뒤 식각하고, 희생기판상의 반도체구조물을

개별적 또는 여러 개를 메인기판에 전사하는 방식을 적용할 수 있음은 물론이다.

상기와 같은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법을 통해 도 11에 도시된 바와 같이 하[0037]

부에 배치되는 메인기판(80)과; 메인기판(80)의 상부에 p-전극층(60), p-GaN층(50), 활성층(40), n-GaN층(30),

n-전극층(120)이 순차적으로 형성된 반도체구조물(2)을 구비하는 투명 디스플레이용 마이크로 LED(1)가 제작된

다.

상술한 바와 같은 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED 제조방법은 서브기판(10)상에 형성되는 반도[0038]

체구조물(2)을 서브기판(10)으로부터 분리함으로써 분리된 서브기판(10)을 재사용할 수 있을 뿐만 아니라, 전원

공급을 위한 n-전극층(120) 및 p-전극층(60)이 투명하여 투명 디스플레이용 광원으로 적합하며, n-전극층(120)
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및 p-전극층(60)이 상하로 배치된 구조에 의해 사이즈를 축소시킬 수 있으며, 습식 방식으로 서브기판(10)으로

부터 반도체구조물(2)을 용이하게 분리할 수 있어 대면적의 반도체구조물 어레이의 생산 및 제작이 가능하며,

투명 및 웨어러블 디스플레이 및 광전소자에 적용이 적합한 장점이 있다.

이상에서 설명한 본 발명에 따른 투명 디스플레이용 마이크로 LED의 제조방법 및 투명 디스플레이용 마이크로[0039]

LED는 첨부된 도면을 참조로 설명하였으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가

진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 

따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호의 범위는 첨부된 청구범위의 기술적 사상에 의해서만 정해져야 할 것이[0040]

다.

부호의 설명

1 : 투명 디스플레이용 마이크로 LED[0041]

2: 반도체구조물

10 : 서브기판

20 : 버퍼층

30 : n-GaN층

40 : 활성층

50 : p-GaN층

60 : p-전극층

70 : 이송매개층

80 : 메인기판

90 : 양전극

100 : 투명도전층

110 : 절연층

120 : n-전극층

S : 에칭용액

도면

도면1
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本发明涉及透明显示器用微LED的制造方法及使用其的透明显示器用微LED，更具体地说，涉及透明显示用微LED的制造方法，可
提高光效率和开口率通过将发光单元中产生的光释放到前侧而将发光装置用于透明显示器的微LED和使用该发光装置的微LED。通
过将形成的半导体结构，换句话说，发光器件与基板分离，根据本发明的用于透明显示器的微LED的制造方法可以在基板上重复使
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用分离的基板。此外，利用用于电源的n电极层和其中p电极层布置为顶部和底部的结构可以减小尺寸，根据本发明的用于透明显示
器的微LED的制造方法本发明可以根据湿式擦洗器将半导体结构与基板
分离，并且可以实现大面积的半导体结构阵列生产，并且该结构具有适
用于透明可穿戴显示器和光电器件的优点。


